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はじめに 

量子カスケードレーザ(QCL)は赤外域の小型光源としてガスセンシングや医療応用への適

用が期待されており[1,2]、我々はフォトニック結晶（PC）を利用することで量産性やモード

制御性に優れる面発光型 QCLの開発を進めている[3]。発振モードの制御や光取り出し効率の

向上には PCの形状やサイズの最適化が重要であるが、素子作製の工程を経る中で設計値と出

来上がり値に乖離が生じるという課題がある。今回、寸法差を生じさせる主な工程として有

機金属気相成長法（MOCVD）による再成長埋め込み工程に着目した。この工程を分子線エピ

タキシー法（MBE）に変更し、寸法差への影響を評価したので報告する。 

実験・結果 

InP基板上に結晶成長されたQCL構造エピウェハに対し、1.43m周期で円柱状の InGaAs PC

構造を作製し、その後 InP再成長で PCを埋め込んだ。MOCVD法で埋め込んだサンプルの PC

領域を表面方向から SEM観察した結果を、設計値と共に図 1に示す。出来上がり寸法は、設

計値と比較しておよそ 30％のサイズ縮小が確認された。一方、MBE法で埋め込んだサンプル

ではサイズの縮小度合いに差がみられた。埋め込み工程における PCのエッチング量の差が原

因と考察しており、出来上がり値と設計値の乖離抑制に有効と考えられる。 
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図 1. MOCVD法で InP埋め込みされた PCの SEM像と設計値 
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